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(54) Title: METHOD FOR DRYING SUBSTRATES 

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM TROCKNEN VON SUBSTRATEN 



O 




(57) Abstract: The invention relates to a method for drying substrates, particularly semiconductor wafers, after a wet treatment 
earned out in a treatment liquid. According to the invention, a gas mixture, which consists of a carrier gas and of an active constituent 
and which reduces the surface tension of the treatment liquid, is applied to the treatment liquid. By producing a relative motion 
between the substrates and the liquid, the substrates are moved out of the liquid. In order to provide a selectable, preferably constant 
isopropyl alcohol (IPA) concentration at any time during the drying process, the concentration of the active constituent of the gas 
mixture is actively controlled or regulated. Alternatively, the gas mixture is formed, at least in part, by introducing a predetermined 
amount of earner gas and a predetermined amount of liquid of the active constituent into an evaporator. 
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(57) Zusammenfassung: Urn bei einem Verfahren zum Trocknen von Substraten, insbesondere Haibleiterwafem, nach einer NaB- 
behandlung ,n einer Behandlungsflussigkeit, bei dem ein die Oberflachenspannung der Behandlungsflussigkeit reduzierendes Gas- 
gertusch bestehend aus einem TrSgergas und einer aktiven Komponente auf die BehandlungsHUssigkeit aufgebracht wird und die 
Substrate durch Erzeugen einer Relativbewegung zwischen den Substraten und der Fliissigkeit aus ihr herausbewegt werden eine 
wahlbare, vorzugsweise konstante IPA-Konzentration zu jedem Zeitpunkt des Trocknungsprozesses vorzusehen, wird die Konzent- 
radon der akdven Komponente im Gasgemisch aktiv gesteuert oder geregelt Alternativ wird das Gasgemisch wenigstens teilweise 
durch Einleiten einer vorbestimmten Menge des Tragergases und einer vorbestimmten Menge einer Flussigkeit der aktiven Komoo- 
nente in einen Verdampfer gebildet. ^ 



